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Sposob wytwarzania materialu czulego na promieniowanie
podczerwone
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-
nia materiatu czulego na promieniowanie widzial-
ne i podczerwone, ktéry pozwala na wykonanie
opornika fotoelektrycznego, czulego na promienio-
wanie w tym samym zakresie fal §wietlnych.

Znane i stosowane materialy do wytwarzania
fotoopornik6w, oparte na bazie siarczku kadmu,
selenku kadmu, tellurku kadmu, wzglednie zawiec-
rajagce staly roztwér siarczku i selenku kadmu
(CdS. CdSe), zaaktywowane znanymi aktywatora-
mi na przyklad miedzig i chlorem lub innymi, za-
leznie od technologii wytwarzania pozwalajg na
wykonanie opornikéw fotoelektrycznych wykazu-
jacych duzg warto$¢ fotoczulosci w zakresie pro-
mieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni,
dla fal Swietlnych o dlugosci od okolo 0,4u do
okolo 1,2 p przy czym maksimum rozkladu widmo-
wego w zalezno$ci od materiatu i stosowanej tech-
nologii zawiera sie w zakresie od okoto 0,5 (dla
CdS) do okoto 0,85 u (dla CdTe).

Fotooporniki tego rodzaju charakteryzujg mie-
dzy innymi dwa podstawowe parametry: zakres
rozkladu widmowego i dlugosé fali §wietlnej, przy
ktérej wystepuje maksimum czuto$ci fotoopornika.

Spos6b wedlug wynalazku pozwala na uzyskanie
materiatu, z ktérego mozna wytwarzaé oporniki
fotoelektryczne wykazujgce znacznie szersze, niz
w znanych rozwigzaniach, granice czulo$ci na pro-
mieniowanie widzialne i podczerwone w zakresie

dlugosci fal od okolo 0,4 do okolo 2u. przy czym.
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krzywa rozkladu widmowego czuloSci w zaleznoSci
od zastosowanej technologii wykazuje jedno ma-
ksimum dla fali o diugos$ci okolo 1p lub dwa ma-
ksima: dla fal o dilugo$ciach okoto 0,66 u i okolo
1p jak pokazano na fig. 1, na ktérej krzywa 1
przedstawia charakterystyke materialu o dwéch
maksimach a krzywa 2 charakterystyke materiatu
z jednym maksimum.

Spos6b wediug wynalazku polega na dokladnym
zmieszaniu sproszkowanych trzech skladnikéw
CdS, CdSe i CdTe o czysto$ci specjalnej w stosqh-
ku: od 1 do 3 czeSci wagowych CdS, od 1 do 2 cze-
$ci wagowych CdSe i od 1 do 2 czeSci wagowych
CdTe z dodatkiem aktywator6w miedzi i chloru
ze zwigzkéw np. CuSO4, CuClz, NaCl, CdClz, do-
danymi w iloci od 10—% g do 10—3 g miedzi i od
10—% do 10—2 g chloru na 1 g mieszaniny proszké6w
CdS, CdSe, CdTe.

Tak przygotowang mieszanine wygrzewa sie
w atmosferze powietrza lub w atmosferze gazu
obojetnego w stopniowo wzrastajgcej temperatu-
rze od okolo 400 °C do okoto 750 °C w czasie od 1
godziny do okolo 3 godzin. Otrzymany produkt
miele sie w mozdzierzu i przesiewa sig¢ przez sito
o Srednicy oka mniejszej niz 60 u. Przesiany ma-
teriat plucze sie woda destylowang celem usunie-
cia resztek aktywatoré6w nie wbudowanych w sieé
krystaliczng jego ziaren oraz celem usuniecia
szkodliwych produktéw utleniania jak np. CdSOg,
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CdSeOs, po czym material ten suszy sie¢ w tem-
peraturach od 80°C do 120 °C.

Wytworzony tym sposobem material zawiera
mikrokrysztaly stanowigce staly roztwoér sktadni-
kéw CdS, CdSe i CdTe zaaktywowany znanymi
aktywatorami. Material ten moze byé wykorzy-
stany do wytwarzania opornikéw fotoelektrycz-
nych w postaci warstw polikrystalicznych, otrzy-
manych jednym ze znanych sposob6w np. przez
sedymentacje, natryskiwanie, naparowywanie lub
prasowanie i spiekanie ksztaltek lub w inny spo-
sob.

Oporniki fotoelektryczne o najwyzszej fotoczu-
loSci uzyskuje sie z materialu wygrzewanego,
w stopniowo wzrastajgcej temperaturze, w powie-
trzu. Jezeli. material zawierajacy staly roztwoér
CdS, CdSe, CdTe byl otrzymywany przez wygrze-
wanie w ‘atmosferze gazu obojetnego, woéweczas
przed w:vkongniem ksztaltki nalezy albo poddaé go
wygrzewéhiu w powietrzu w czasie od 10 min do
1 godz w temperaturze od okoto 500 °C do 700 °C,
albo dodaé do niego tlenek kadmu w iloSci od 1%
do 109, i dokladnie wymieszaé, przy czym wielkosé
ziaren dodanego CdO nie powinna byé wieksza
niz 20 p.

Opisanym .sposobem uzyskuje sie material,
z ktérego mozna wykonaé¢ jednym ze znanych
sposobéw fotoopornik odznaczajacy sie jednym
maksimum w rozkladzie widmowym, przypadaja-
cym. dla fal o dlugosci od okolo 0,9p do okoto
1,1p i =zakresem czutoSci uzytkowej od okoto
0,45 u do okoto 2p jak przedjstawia krzywa 2.

Odmiane omawianego sposobu stanowi wygrze-
wanie zmieszanych materialtéw wyjsciowych CdsS,
CdSe i CdTe z wymienionymi aktywatorami
w stalej temperaturze lezacej w przedziale od
700 °C do 850 °C w czasie od okolo 1,5 godziny do
okoto 3 godzin w powietrzu lub w gazie obojet-
nym. Dalszy sposéb postepowania z otrzymanym
w ten spos6b materiatem, zawierajacym staly
roztwér mikrokrysztatéw CdS, CdSe i CdTe nie
odbiega od opisanego poprzednio, a zatem otrzy-
many produkt miele sl¢ a nastepnie przesiewa sie
przez sito o Srednicy oka mniejszej niz 60 u, prze-
siany material plucze sie i suszy w temperaturze
od 80°C do 120°C.

Tym sposobem otrzymany material pozwala na
" wykonanie fotoopornika odznaczajgcego sie roz-
kladem czuloSci widma wykazujagcym dwie war-
to$ci maksymalne, jedng dla fal swietlnych o diu-
gosci okolo 0,66 n i drugg dla fal o dlugosci okoto
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1 p i zakresem czulo$ci uzytkowej od okolo 0,45 p
do okolo 2 .

Przyklad. W celu uzyskania okoto 100 gra-
moéw materialu wedlug wynalazku miesza sie od-
‘wazone po 40 graméw: siarczek, selenek i tellurek
kadmu.

Do kolby pomiarowej o pojemno$ci 100 milili-
tré6w wsypuje sie 4 - gramy siarczanu miedzi
o wzorze chemicznym CuSOy4 - 5H20, po czym kolbe
dopelnia sie wodg destylowang do objetosci 100 mi-
lilitré6w. Do drugiej kolby miarowej réwniez o po-
jemno$ci 100 mililitréw wsypuje sie 1,65 g chlorku
sodu i dopelnia sie wodg do objetoSci 100 milili-
trow. .

Do uprzednio sporzgdzonej mieszaniny zwigz-
kéw kadmu wlewa sie 6 mililitréw otrzymanego
roztworu wodnego siarczanu miedzi oraz 60 milili-
tréow roztworu wodnego chlorku sodu, miesza sie,
suszy sie w temperaturze okolo 100 °C, rozdrabnia
sie a nastepnie prazy sie w piecu przez 2 godziny
w temperaturze stopniowo wzrastajacej od 500 °C
do 700 °C. :

Otrzymany spiek miele sie a nastepnie plucze
sie wodg destylowang po czym suszy sie w tem-
peraturze okolo 100°C i przesiewa sie przez sito
o Srednicy oczek mniejszej od 60 p.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania materialu czulego na
promieniowanie podczerwone przeznaczonego

do wytwarzania opornik6éw fotoelektrycznych,
znamienny tym, Ze miesza si¢ sproszkowany
siarczek kadmu CdS, selenek kadmu CdSe
i tellurek kadmu CdTe w stosunku cze$ci wa-
gowych od 1 do 3 CdS, od 1 do 2 CdSe i od
1 do 2 CdTe z dodatkiem aktywator6w a na-
stepnie wygrzewa sie tak przygotowang mie-
szanine w temperaturze stopniowo wzrastaja-
cej w sposéb ciggly od okoto 400 °C do okolo
750 °C w czasie od 1 godziny do okolo 3 godzin,
w atmosferze powietrza, tlenu lub gazu obo-
jetnego.

2 Spos6b wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
jako aktywatory stosuje sie¢ miedZ w iloSci od
10—% g do 10—3 g oraz chlor w iloSci od 10—% g
do 10—2 g na 1 g mieszaniny proszkéw CdS,
CdSe i CdTe.

3. Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1 i 2 zna-
mienna tym, ze mieszanine proszkéw CdS,
CdSe i CdTe z aktywatorami wygrzewa sie
w statej temperaturze od 700°C do 850°C
w czasie od 1 do 3 godzin.
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